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Intel rompe a barreira dos 90 nanémetros
Data: Terga, 31 de agosto 2004 as 08:13:04
Topico: Intel

A Intel vai diminuir ainda mais o processo de fabricagcdo dos seus chips. A companhia
apresentou na semana passada o atual estagio de desenvolvimento do seu processo de
fabricacdo de 65 nandmetros (nm). De acordo com a Intel, o projeto estd em fase avangada e
0s primeiros produtos chegam ao mercado ja em 2005.

E a lei de Moore em acdo de novo. Uma parte da previséo feita por Gordon Moore, um dos
fundadores da Intel, em 1965, diz que o tamanho medio dos componentes gravados em um
chip - hoje em 90 nandmetros - tem uma reducgéo de 30% a cada dois anos. Para se ter uma
nocao dessa grandeza, um nandmetro representa a centésima parte de um micron e um gréo
de poeira tém algo em torno de 100 microns.

Em uma teleconferéncia, Mark Bohr - diretor da diviséo de arquitetura e de processos e
integracdo da Intel - revelou detalhes sobre as varias tecnologias logicas ligadas ao processo
de 65 nm como a criacdo de transistores menores e mais velozes, o que permitira reduzir pela
metade o tamanho atual de um chip de 90 nm, aumentando produtividade do wafer ao
mesmo tempo que reduz os custos de produgéo.

Do mesmo modo, poderia-se ocupar esse mesmo espacgo do chip de 90 nm com o dobro de
transistores, abrindo espaco para a implementagédo de novos recursos, melhorando assim o

desempenho geral do processador. Mas para isso, a Intel pesquisou novas solucfes que vao
além do simplesmente fazer as coisas menores.

Por exemplo, ela aperfeicoou sua tecnologia de Strained Silicon, que aplica diferentes modos
de tensdo fisica nos atomos de silicio para melhorar seu desempenho. Essa idéia foi usada
em dois tipos de transistores, 0 PMOS (Uniaxial Compressive Strain, onde 0s atomos sdo
levemente pressionados) e 0 NMOS (Uniaxial Tensile Strain, onde os &tomos sdo levemente
tracionados) . O termo Uniaxial refere-se ao fato que a forca é aplicada em apenas uma
direcéo.

Bohr explicou que o Strained Silicon no processo de 65 nm melhorou o fluxo de corrente
entre 10% a 15% ao mesmo tempo que reduziu a fuga de corrente em aproximadamente 4
vezes. Isso resulta em um chip mais eficiente em termos de desempenho e consumo de
energia.

Além disso, a Intel esta adicionando uma oitava camada de interconexdes metalicas de cobre
nos seus chips de 65 nm (uma a mais que no processo anterior), utilizando material de baixa
constante dielétrica (Low-K). O uso dessa substancia reduz a capacitancia das interconexdes.
Por consequéncia, isso também melhora o desempenho assim reduz o consumo.

Para colocar todas as idéias em pratica, a Intel projetou um modulo de memoria SRAM de
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70 Mbit e o resultado final foi um chip de 110 mmz2 com quase 5 bilhdes de transistores
totalmente funcional (foto).

Nesse projeto também foi aplicada mais uma técnica de economia de energia, onde um
transistor NMOS controla a alimentagdo de energia de um bloco de memoria, literalmente
desligando o mesmo quando fora de uso.

O processo de fabricacao de chips de 65 nm em wafers de 300 milimetros sera incialmente
implementado na Fab D1D, localizada em Hilsboro no Oregon (EUA). Ela sera seguida pela
Fab 12 do Arizona e pela Fab 24 da Irlanda.

Segundo Bohr, o processo de 65 nm ainda néo utiliza a revolucionaria tecnologia de
impressao litografica Extreme Ultra-Violet (EUV) e sim uma combinacgéo de ferramentas de
impressao de 193 nm e 248 nm conhecida como Deep Ultra-Violet (DUV). A diferenca entre
esses dois processos € 0 mesmo que comparar um traco de caneta ponta fina (EUV) com
outro de pincel atdmico (DUV).

Com tudo isso, ele afirma que a Intel estd pronta para introduzir seus primeiros chips de 65
nm ja em 2005, mas ele foi reticente em falar sobre quais seriam esses produtos.

Como a Intel ja deixou claro sua intencédo de lancar um chip dual-core (com dois nucleos)
também em 2005, um bom palpite poderia ser 0 Yonah (ou Jonah), o primeiro Pentium-M
dual-core para portateis que poderia tirar muito proveito dos novos recursos de economia de
energia do processo de 65 nm.

Mais detalhes sobre o processo de 65 nm e talvez do Yohah devem ser revelados na proxima
edigéo do Intel Developers Forum, que ocorre de 7 a 9 de setembro em San Francisco, na
California.
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